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PROPÓSITO GENERAL 

Iniciar al alumno en el  campo de la electrónica mediante el estudio de la Teoría  
de los semiconductores para que asimile la s leyes que rigen el funciona miento 
de los elementos el ectrónicos discretos. En este curso el alumno analizara el  
comportamiento de circuitos que utilizan diodos  y transistores cuan do se 
alimentan con corriente directa y con señales que dependen del tiempo. Utilizara 
herramientas matemáticas como la trigonometría, geometría analítica, el cálculo 
diferencial e integral y las series de Fourier para diseñar sistemas electrónicos con 
elementos activos y pasivos comprobando su funcionami ento mediante 
programas de simulación. Final mente, obtendrá las bases teóricas neces arias 
para abordar  el curso de Elect rónica 2 en el siguie nte nivel y poder continuar 
con éxito el estudio de la electrónica analógica y digital.   

 
OBJETIVO TERMINAL 

Al termino de este curso el alumno será capaz de analizar y diseñar circuitos y 
sistemas electrónicos con diodos, transistores bipolares y transistores de efecto de 
campo 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Trigonometría, geometría analítica, algebra, cálculo di ferencial e integral, teoría 
de circuitos y electromagnetismo.   
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HABILIDADES Y DESTREZAS A DESARROLLAR 
El alumno desarrollara las habilidades nece sarias para calcular el valor d e los 
componentes que se requieren para diseñar fuentes de alimentaci ón y 
amplificadores electrónicos de señales.   

 
ACTITUDES Y VALORES A FOMENTAR 

Responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo, iniciativa, espíritu de 
investigación, disciplina y orden.  

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

 
MODULO 1. 20 HRS 
Teoría de los Semiconductores y el diodo rectificador  

1.1 Conducción de corriente en los semiconductores  10 HRS 
 El alumno comprenderá el mecanismo de conducción de 

corriente en los diferentes tipos de semiconductor y 
calculara su resistividad a diferentes temperaturas  

 

 1.1.1 La estructura atómica.   
  Reconocer las tipos de enlaces de los 

elementos del grupo IV de la tabla periódica y 
sus características.   

  

 1.1.2 Tipos de materiales eléctricos: conductores, 
aisladores, semiconductores. 

  

  Identificar y clasificar los tipos de materiales 
eléctricos de acuerdo a su resistividad y 
reconocer sus campos de aplicación.  

  

 1.1.3 Semiconductores intrínsecos y extrínsecos.   
  Calcular la resistividad de los semiconductores 

intrínsecos y extrínsecos en función de su 
temperatura. 

  

 1.1.4 Introducción a la fabricación de los 
semiconductores.  

  

  Investigar y explicar las técnicas de fabricación 
de los semiconductores intrínsecos y extrínsecos. 

  

 
1.2 La unión NP  5 HRS 

 El alumno comprenderá el funcionamiento de la unión NP sin 
polarización externa y con polarización externa 

 

 1.2.1 La unión NP a circuito abierto   
  Comprender el mecanismo de formación de la 

barrera de potencial en una unión NP. 
  

 1.2.2 La unión NP en polarización directa e inversa   
  Comprender el origen y magnitud de las 

corrientes de difusión y la corriente de deriva en 
una unión NP sujeta a polarización directa e 
inversa  

  

 1.2.3 Característica V-I del diodo   
  Graficar la curva característica del diodo e   
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identificar sus regiones de trabajo utilizando su 
ecuación. Calcular la corriente que circula por 
el diodo en polarización directa e inversa 
cuando la temperatura en la unión se 
incrementa 

 
 

1.3  Análisis Grafico de circuitos con diodo  5 HRS 
 Comprender y aplicar los modelos eléctricos que 

representan el funcionamiento del diodos rectificadores 
 

 1.3.1 El diodo como elemento de circuito 
El concepto de recta de carga 

  

  Obtener el punto de operación (VD  , ID ) del 
diodo utilizando la curva de respuesta del 
diodo  

  

 1.3.2 Modelos del diodo para señal grande   
  Interpretar y aplicar los modelos eléctricos del 

diodo para resolver circuitos en los que opera 
con señales grandes  

  

 1.3.3 Modelo del diodo para señal pequeña   
  Comprender y aplicar el modelo que 

representa al diodo cuando trabaja con 
señales pequeñas 

  

 1.3.4 El concepto de señal pequeña   
  Reconocer la condición que debe cumplir una 

señal pequeña en un circuito 
  

 1.3.5 Resistencia dinámica y recta de carga de C.A.   
  Calcular el valor de la resistencia dinámica del 

diodo y resolver circuitos utilizando dicho valor 
  

 
 
MODULO 2. 30 HRS 
Circuitos con diodo rectificador y otros tipos de diodo 
Analizar y diseñar circuitos que contienen diodos rectificadores, diodos zener y 
otros tipos de diodo.  

2.1 Circuitos con diodo rectificador excitad os con señal  
grande 

 10 HRS 

 Aplicar los modelos de señal grande del diodo a diversos 
tipos de circuito 

 

 2.1.1 Rectificadores de ½ onda y onda completa   
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  Calcular el voltaje de CD y CA de salida de 
rectificadores de ½ onda y onda completa 
monofásicos y trifásicos   

  

 2.1.2 Filtrado y factor de rizo en rectificadores   
  Diseñar fuentes de alimentación de CD que 

utilicen filtraje capacitivo 
  

 2.1.3 Sujetadores y recortadores de voltaje   
  Comprender el funcionamiento de los 

recortadores de voltaje tipo serie y paralelo y 
acoplarfuentes de señal con fuentes de CD  

  

 2.1.4 Multiplicadores de voltaje   
  Analizar el principio de funcionamiento de los 

multiplicadores de voltaje de media onda y de 
onda completa 

  

 
2.2 El diodo zener  10 HRS 

 OBJETIVO DEL TEMA  
 2.2.1 Características eléctricas de los diodos zener   
  Interpretar y aplicar las especificaciones 

eléctricas de los diodos zener 
  

 2.2.2 El regulador de volt aje con diodo zener  en 
shunt 

  

  Analizar y diseñar reguladores de voltaje con 
diodo zener  

  

 
2.3 Otros tipos de diodo  10 HRS 

 Comprender el principio de funcionamiento de otros tipos de 
diodo e interpretar sus especificaciones y aplicacion  

 

 2.3.1 El diodo emisor de luz   
  Utilizar las características eléctricas del LED para 

aplicarlo en visualizadores y sistemas 
optoelectrónicos. 

  

 2.3.2 El diodo Shottky   
  Aprovechar las principales ventajas de los 

diodos Schottky en circuitos de alta velocidad.  
  

 2.3.3 El diodo Tunel   
  Comprender el principio de funcionamiento y  

las características eléctricas del diodo túnel.   
  

 2.3.4 El diodo varactor o varicap   
  Comprender el principio de funcionamiento y    
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las características eléctricas del diodo varicap 
para aplicarlo en circuitos sintonizados 

 2.3.5 El fotodiodo   
  Utilizar las características eléctricas del 

Fotodiodo para aplicarlo en visualizadores y 
sistemas optoelectrónicos 

  

 2.3.6 El diodo laser    
  Comprender el principio de funcionamiento y  

las características eléctricas del diodo laser.  
  

 
MODULO 3 20 HRS 
El Transistor Bipolar de unión como amplificador lineal de señales  
Comprender el principio de funcionamiento del BJT y calcular circuitos de 
polarización para  diseñar amplificadores lineales. 

3.1 El transistor bipolar de unión  5 HRS 
 OBJETIVO DEL TEMA  
 3.1.1 Estructura y principio de fun cionamiento del 

transistor bipolar de unión (BJT) 
  

  Identificar las regiones del BJT y la función que 
realizan dependiendo de su polarización   

  

 3.1.2 Modelo eléctrico de la unión base-emisor   
  Comprender y aplicar el modelo eléctrico de la 

unión base-emisor 
  

 3.1.3 Modelo eléctrico de la unión colector-base   
  Comprender y aplicar el modelo eléctrico de la 

unión base-emisor 
  

 3.1.4 Amplificación de corriente en el BJT   
  Comprender el principio de amplificación de 

corriente del BJT y bajo qué condiciones se 
presenta 

  

 
3.2 Técnicas de Polarización del BJT   10 HRS 

 Comprender para qué sirve polarizar al BJT e identificar 
mediante análisis cual técnica y bajo qué condiciones 
estabiliza la polarización. 

 

 3.2.1 Polarización Fija    
  Analizar y diseñar polarizaciones fijas   
 3.2.2 Polarización con divisor de v oltaje y 

retroalimentación por emisor 
  

  Analizar y diseñar polarizaciones por divisor de   
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voltaje 
 3.2.3 Polarización con retroalimentación por colector   
  Analizar y diseñar polarizaciones con 

retroalimentación por colector 
  

 3.2.4 Estabilidad de la polarización    
  Deducir los factores de sensibilidad de ICQ 

respecto a los factores que la alteran  y 
compensar con diodos la variación del la ICQ 
respecto a los cambios en el VBE  

  

 
3.3 Configuraciones del BJT como amplificador lineal  5 HRS 

 Identificar las diferentes formas de conectar al BJT y justificar 
su propiedades en cada una de ellas 

 

 3.3.1 Amplificador en emisor común   
  Analizar el modelo de señal del amplificador en 

emisor común 
  

 3.3.2 Amplificador en base común   
  Analizar el modelo de señal del amplificador en 

base común 
  

 3.3.3 Amplificador en colector común   
  Analizar el modelo de señal del amplificador en 

colector común 
  

 
 
MODULO 4. 15  HRS 
Amplificadores de Potencia  
Calcular amplificadores de potencia clase A, clase B y AB.  

4.1 Efectos de la temper atura y disipación de potencia en 
dispositivos semiconductores 

 3 HRS 

 Comprender el efecto que provoca la temperatura en los 
semiconductores. 

 

 4.1.1 Efectos de la temperatura en los diodos   
  Identificar  las razón que provoca la alteración 

de la corriente de fuga en los diodos  
  

 4.1.2 Analogía eléctrica del sistema térmico  de 
disipación de calor 

  

  Comprender y aplicar el modelo térmico de 
disipación de calor para calcular la resistencia 
térmica de los disipadores.  

  

 4.1.3 Curvas de degradación   
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  Interpretar y aplicar la curva de degradación 
de componentes electrónicos de potencia 

  

 4.1.4 Especificaciones para la selección  de los 
disipadores de calor 

  

  Distinguir las resistencias térmicas de los diverso 
tipos disipadores de calor 

  

 
4.2 Amplificador clase A   5 HRS 

 Analizar y diseñar circuitos amplificadores clase A.  
 4.2.1 Circuitos típicos    
  Comprender el principio de funcionamiento de 

los amplificadores clase A  
  

 4.2.2 Polarización para excursión simétrica máxima    
  Diseñar polarizaciones que permitan obtener la 

potencia máxima en la carga sin distorsionar la 
señal amplificada  

  

 4.2.3 Cálculos de potencia y eficiencia   
  Deducir y aplicar las formular que nos permiten 

calcular los amplificadores de potencia clase A  
  

 
4.3 Amplificadores clase B y AB  7 HRS 

 Analizar y diseñar circuitos amplificadores clase B y AB  
 4.3.1 Amplificador clase B tipo Push-Pull   
  Comprender la función del circuito separador 

de fase y deducir y aplicar las ecuaciones 
necesarias para diseñar amplificadores clase B 
Push-Pull 

  

 4.3.2 Amplificadores clase B y AB de simetría 
complementaria 

  

  Comprender el principio de funcionamiento de 
estos amplificadores para deducir y aplicar las 
ecuaciones obtenidas en su diseño 

  

 4.3.3 Amplificadores clase B y AB de simetría 
complementaria compensados por diodos 

  

  Calcular la red de compensación de los 
amplificadores clase B y AB 

  

 
 
MODULO 5. 15 HRS 
Los transistores de efecto de campo y su polarización 
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Comprender el principio de funcionamiento de los diferentes tipos de FET y 
calcular las polarizaciones requeridas para diseñar amplificadores lineales  

5.1 El transistor de efecto de campo de unión (JFET)  8 HRS 
 Analizar y Diseñar amplificadores de señal pequeña con 

JFETs 
 

 5.1.1 Estructura y principio de funcionamiento   
  Identificar las regiones del JFET y comprender su 

principio de funcionamiento   
  

 5.1.2 Características eléctricas de los JFET   
  Interpretar y aplicar las características eléctricas 

de los JFETs 
  

 5.1.3 Técnicas de polarización del JFET   
  Analizar y diseñar diferentes tipos de 

polarización con JFETs 
  

 5.1.4 Amplificador de señal pequeñ a con JFET en 
fuente común  

  

  Diseñar un amplificador de señal pequeña con 
JFET especificando su ganancia de voltaje o 
corriente e impedancia de entrada   

  

 
5.2 Transistores de efecto de camp o de compuerta aislada  

(MOSFET) 
 7 HRS 

 Analizar y Diseñar polarizaciones con MOSFET decremental y 
MOSFET incremental 

 

 5.2.1 Estructura y principio de funcionamiento de los 
MOSFET 

  

  Identificar las regiones de los MOSFET y 
comprender la función que llevan a cabo en el 
dispositivo   

  

 5.2.2 Técnicas de p olarización del MOSFET 
decremental 

  

  Analizar y diseñar polarizaciones con MOSFET 
decrementales 

  

 5.2.3 Técnicas de p olarización del MOSFET 
incremental 

  

  Analizar y diseñar polarizaciones con MOSFET 
incrementales 

  

 5.2.4 Aplicaciones de los MOSFET   
  Diseñar interruptores electrónicos utilizando el 

MOSFET incremental.  
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